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1) Teniendo en cuenta el circuito de la figura 1 jiaando los siguientes componentes:

V1 =15V; V,=5V R; =1,5lQ y R, = 150KQ:
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Figura 1. Datos: Q1=2N2222;/=B=120; Vseac=0,7V; VBesac0,7V; Vcesar 0,2V

a) Coloca los componentes anteriores en sus posictmresspondientes para que el
transistor trabaje en la zona activa. Dibujar leacteristica de salida, la recta de

carga y el punto de trabajo (indicar todos los nedamumeéricos).
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b) Manteniendo la recta de carga, calcular el valoladéension Vg para que el
transistor trabaje en el limite entre la zona acyiVa zona de saturacion.

c) Teniendo en cuenta de que no podemos cambiartk deccarga, elegir un valor
de Vgg para que el transistor trabaje en la zona deagaur. Calcular el punto de
trabajo. Dibujar la caracteristica de salida yeleta de carga indicando sobre ella el
punto de trabajo (indicar todos los valores nunogjic
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2) En el circuito de la figura 2:
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Figura 2. Datos: £\ec=+ 12v; Ri=12 kQ; Rg=33 kQ; Vin= 10 cos(wt) V

a) Explicar teéricamente el comparador Schmitt
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b) Sustituyendo los datos en las expresiones obteartasormente, dibujar las

tensiones de entrada y de salida. Indicar los &slde tension en las gréficas.
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3) Teniendo en cuenta el circuito de la figura 3,ide:p
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Figura 3 Circuito combinacional.

a) Realizar la tabla de verdad del sistema.



b) Obtener la funcién MINTERM sin simplificar.

c) Realizar el mapa de Karnaugh.

d) Obtener la funcibn MAXTERM légica simplificada.

e) Obtener la funcibn MINTERM logica simplificada

f) Dibujar el esquema légico electronico de la funcINTERM simplificada del
sistema.



g) Dibujar el esquema logico electronico de la funciftHNTERM simplificada,
utilizando un Unico tipo de puertas logicas de eltsadas.

h) Utilizando las propiedades del algebra de Boolenastrar que las dos funciones
simplificadas son iguales.



